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Inventia se refera la tehnologia semiconduc-
toarelor, in special la procedeele de obtinere a
nanocompozitelor.

Procedeul de obtinere a nanocompozitului
include sensibilizarea si activarea cataliticd a supra-
fetei unei structuri poroase obtinute in prealabil si
umplerea ulterioard a porilor cu metal. Sensibili-
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zarea §i activarea cataliticd se efectueaza in camp
ultrasonor. Structura poroasa poate fi executatd din
material semiconductor.
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Descriere:

Inventia se refera la tehnologia semiconductoarelor, in special la procedeele de obtinere a
nanocompozitelor.

Este cunoscut procedeul de obtinere a nanocompozitelor prin injectare sub presiune a unui
material topit in vid in porii unui material poros [1].

Dezavantajul acestui procedeu este folosirea utilajului costisitor si a temperaturilor inalte, care pot
duce la schimbarea nedorita a proprietatilor materialului poros.

Mai este cunoscut procedeul de obtinere a nanocompozitului metal-dielectric prin umplerea
electrochimica cu metal a porilor unui templat poros de oxid de aluminiu [2]. Mai este cunoscut
procedeul de depunere chimicd a metalului in porii unui templat poros suprafata caruia este
sensibilizata si activata catalitic [3].

Dezavantajul acestor procedee este eficienta redusda de umplere a porilor in cazul folosirii unui
templat poros de semiconductor.

Problema pe care o rezolva inventia consta in obtinerea nanocompozitelor semiconductor-metal
prin umplerea cu metal a porilor unui templat poros de semiconductor.

Esenta inventiei constd 1n aceea cd procedeul de obtinere a nanocompozitului include
sensibilizarea si activarea cataliticd a suprafetei unei structuri poroase obtinute in prealabil si
umplerea ulterioard a porilor cu metal. Noutatea inventiei constd in faptul ca sensibilizarea si
activarea catalitica se efectueazd in cAmp ultrasonor. Structura poroasa poate fi executata din material
semiconductor.

Rezultatul inventiei constd in faptul cd se obtine un nanocompozit semiconductor-metal cu
umplerea eficienta si uniforma a porilor templatului semiconductor.

Inventia se explica prin datele din figura, care reprezinta distributia concentratiei cuprului depus
prin electroliza in interiorul porilor unui templat de InP.

Exemplu de realizare a inventiei

in calitate de templat poros semiconductor au fost folosite straturi nanoporoase n-InP cu grosimea
40...45 um, obtinute prin corodare electrochimicd a substraturilor in conditiile formarii unei retele
bidimensionale hexagonale a porilor. Diametrul porilor constituie 80...110 mm.

in calitate de solutie chimica a fost folosita solutia cu compozitia:

1. CuSO, - 5SHO -5 g/l

Glicering, 94% - 35 g/l.

2. NaOH - 10%, Na,CO; - 4%.

3. Formalina 8...10 ml/1.

Temperatura de depunere a fost 3...25°C. Depunerea cuprului a fost efectuatd in decurs de 60
minute.

in procesul de preparare a solutiei se adauga un amestec de hidroxid de sodiu si carbonat de sodiu
la amestecul de sulfat de cupru si glicerina pana la dizolvarea sedimentului format.

fnainte de folosirea solutiei, s-a efectuat sensibilizarea si activarea catalitici a suprafetei.
Sensibilizarea a fost efectuata in solutie de componenta: SnCl, 20 g/1, HCI (conc.) 20 g/l. Activarea a
fost efectuata in solutia PdCl,: PdCl, 1 g/l, HCI (conc.) 2 ml/L. Inainte de sensibilizarea si activarea
suprafetei proba a fost spélatd in apa distilata.

Sensibilizarea (in decurs de 2 minute) si activarea (in decurs de 2 minute) s-a efectuat in doud
moduri diferite: fard cdmp ultrasonic si in prezenta campului ultrasonic.

Eficienta depunerii cuprului in pori a fost masurata la Microscopul Electronic de Scanare "VEGA
TS 5130MM" inzestrat cu dispozitivul pentru analizd chimica a suprafetei "Oxford Instrument
Analitical".

Analiza chimicd a aratat lipsa cuprului in interiorul porilor nanotemplatului InP in cazul cand
activarea suprafetei a fost efectuata fara camp ultrasonic.

Din contra, 1n cazul activarii suprafetei nanotemplatului InP in cadmp ultrasonic are loc depunerea
eficienta a cuprului in interiorul porilor. Distributia concentratiei cuprului in interiorul porilor
templatului de InP este ilustrata in figura.

In urma depunerii chimice in decurs de aproximativ o ord a cuprului in interiorul porilor activati
in camp ultrasonic s-a obtinut un nanocompozit InP-Cu cu umplerea eficienta si uniforma a porilor
templatului.
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(57) Revendicari:
1. Procedeu de obtinere a nanocompozitului care include sensibilizarea si activarea catalitica
5 a suprafetei unei structuri poroase obtinute in prealabil si umplerea ulterioarda a porilor cu metal,
caracterizat prin aceea ca sensibilizarea si activarea catalitica se efectueaza in cAmp ultrasonor.
2. Procedeu de obtinere a nanocompozitului, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea
ca structura poroasa este executatd din material semiconductor.
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